
Wzmacniacze tranzystorowe 
 
Zad.1. Zaprojektuj wzmacniacz z rys.1 o napi�ciu wyj�ciowym Uwy = 3 V wzmocnieniu napi�ciowym 
ku = 100 V/V, rezystancji obci��enia Robc = 10 kΩ. We wzmacniaczu zastosowa� tranzystor BC 847B 
(dane katalogowe tranzystora: β0 = 250, UCesat = 90 mV, fT = 250 MHz, ICB0 = 15 nA, Cbc = 8 pF, 
Cbc = 3 pF, parametry macierzy h dla IC = 2 mA, UCE =5 V i f = 1 kHz, h11e = 4,5 kΩ, h12e = 2*10-4, 
h21e = 330 , h22e = 30µS). 

Do oblicze� przyj�� napi�cie zasilania UCC = 9, 12 lub 15 V oraz Rg = 0k5, 1k lub 10kΩ 
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Rys.1. Wzmacniacz tranzystorowy w konfiguracji OE 
 
 
Zad.2. Obliczy� wielko�ci charakterystyczne wzmacniacza pr�du zmiennego z tranzystorem  
E-MOS pokazanego na rys.2: 

a) wzmocnienie napi�ciowe ku, 
b) rezystancj� wej�ciow� Rwe, 
c) rezystancj� wyj�ciow� Rwy, 

tranzystor opisany parametrami macierzy y: y11 = 0, y12 = 0, y21 = gm = 2 mS, y22 = gds = 15 µS. 
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Rys.2. Wzmacniacz tranzystorowy w konfiguracji OS 
 



Charakterystyka wej�ciowa tranzystora BC 847B 
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Charakterystyki wyj�ciowe tranzystora BC 847B 
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